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@ Anordnung zur Priifung von Halbleiter-Wafern oder dergleichen 

(§) EIne Anordnung zur Prufung von Halbleiter-Wafern oder 
dergleichen enthalt einen Probertisch zur Aufnahme der zu 
prufenden Halbteiter- Wafer oder dergleichen und eine Hal- 
terung zur Aufnahme von Sonderhaltern. Der Probertisch ist 
innerhalb eines Behalters, der nach oben offen ausgebildet 
ist. angeordnet und durch eine Platte abgedeckt, die eine 
Offnung zur Ourchfuhrung von Sonden enthalt. Innerhalb 
des Behalters sind Ausstromelemente vorgesehen. die uber 
eine Verbindung an eine Quelle fur Luft. Gas Oder derglei- 
chen angeschlossen sind. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur PrOfung 
von Halbleiier-Wafern oder dergleichen gemaD dcm 
Oberbegriff des Patentanspruchs I. 5 

Die Prufung von Halbleiier-Wafem wird in Tempera- 
turbereichen von -200°C bis +400'*C durchgefuhrt. 
Dicse Tcmperaturwerle werdcn durch Kuhlung und/ 
oder Beheizung eines Probertisches durchgefuhrt, auf 
dem die Halbleiter- Wafer zu Prufzwecken aufgelegt \o 
werden. Im Bereich um und unter O'C werden auf den 
Wafern sowie auf den Probertischen selbst Eiskristalle 
erzeugt, die sich infolge der Feuchtigkeit der Umge- 
bungsluft ergeben. Zur Vermeidung derartiger Eiskri- 
stalle wird bet manuell bedienbaren Probern ein Stick- 15 
stoffstraht auf den Prober gerichtet Bci dieser Methode 
wird zwar im Kernbereich des Stickstoffstrahles die Er- 
zeugung von Eiskristallen verhindert, jedoch wird durch 
das Ansaugen der Umgebungsluft an den Randberei- 
chen des Stickstoffstrahles auf den Halbleiter- Wafern 20 
eine Eiskristallbildung nicht verhindert. 

Der Erfindung licgt die Aufgabe zugrunde, eine An- 
ordnung der eingangs genannten Art derart auszubil- 
den. daS im Betrieb bei Temperaturen um und unter 
O^^C die Erzeugung von Eiskristallen verhindcrt wird 25 
und daB im Betrieb oberhalb von O'^C Beeintr^chtigun- 
gen durch Staub und/oder Oxidation vermeidbar sind. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch getost, 
daO der nach oben offene BehMter durch eine Platte 
abgedeckt ist, die cine Offnung zur Durchfiihrung von 30 
Sonden enthalt, und daO innerhalb des Behahers Aus- 
stromelemente vorgesehen sind, die uber eine Verbin- 
dung an eine Quelle fiir Luft, Gas oder dergleichen an- 
geschlossen sind. 

Die Erfindung schafft eine Anordnung zur PrOfung 35 
von Halbleiier-Wafern, mit der bei einer Kuhlung durch 
den Proberiisch auf Temperaturen um oder unter O^C 
die Erzeugung von Eiskristallen verhindert wird, ferner 
bei Temperaturen oberhalb von 0*^0 Reinraumbedin- 
gungen einhalibar sind und bei speziellen Anwendungs- 40 
zwecken Oxidationserscheinungen an den Spitzen der 
Sonden verhindert werden konnen. 

Bei der erfindungsgemaBen Anordnung ist der Pro- 
bertisch innerhalb eines nach oben offcnen Behaliers 
angeordnet, wobei der Proberiisch entweder zusammen 45 
mit dem Beh^lter oder relativ zum Behalter in einer 
horizontalen Ebene verfahrbar ist Der nach oben offe- 
ne Behalter ist durch eine Platte mit einer Offnung ab- 
geschlossen, wodurch der Probertisch innerhalb eines 
durch den Behalter und die Platte defmierten Raumes 50 
angeordnet ist. Durch die Plattenoffnung kontaktieren 
Sonden die zu prufenden Halbleiter-Wafcr Zur Vermei- 
dung von Eiskristallbildung und/oder des Eindringens 
von Staubpartikein wird uber innerhalb des Beh^tters 
liegende Ausstromelemente ein Gas bzw. Luft mit der 55 
erforderlichen Temperatur und/oder dem gewunschten 
Taupunkt in den Behalter geleitet Die Strdmungsge- 
schwindigkeit ist derart gewahli, daB eine laminare 
Stromung gewahrleistet ist und eine vorbesiimmte 
Menge an durch die Plattenoffnung austretender Luft 
erreicht wird. 

GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der er- 
findungsgemaBen Anordnung bestehen die Ausstrom- 
elemente aus pordsen Kdrpern, beispielsweise in Form 
von zylinderischen Rohren, deren Pordsitat derart ge- 
wahlt ist, daB das Gas oder die Luft gleichmaOig Ober 
die gesamte Lange der Ausstrfimclemenie in den Innen- 
raum des Beh&ttern austritt und dadurch Turbulenzen 
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innerhalb des Behalters vermieden werden. 

Im folgenden wird eine bevorzugte Ausfuhrungsform 
der erfmdungsgemaBen Anordnung anhand der Zeich- 
nung zur ErlSuterung weiterer Merkmale beschriebcn. 
Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische, teilweise im Schnitt gehalte- 
ne Anstcht der Anordnung, und 

Fig. 2 eine schematische Teilaufsicht auf die Anord- 
nung entlang der Linie 2-2' ein Fig. 1. 

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine Anord- 
nung zur Prufung von Halbleiter- Wafern. Hybridschal- 
tungen oder dergleichen, mit einem Probertisch I, der 
zur Aufnahme von Halbleiter- Wafern dient und in be- 
kannter Weise an seiner Oberflache mit schmalen, vor- 
zugsweise kreisformigen verlaufenden Nuten ausgebil- 
det ist, die uber ein nichi angezeigtes AnschluBsystem 
dazu dienen, einen Unterdruck gegenliber dem aufge- 
legten Halbleiter- Wafer auszuiiben und den Halbleiter- 
Wafer auf dem Probertisch 1 zu halten. Der Probertisch 
1 ist ferner mit Elementen zur Heizung und/oder Kuh- 
lung ausgerUstet. Ein derartiger Probertisch 1 ist sowohl 
in horizontaler Ebene, d. h. in X- und Y-Richtung ver- 
fahrbar, wie auch in einer vertikalen Richtung verlager- 
bar. GemaB der dargestellten AusfQhrungsform der An- 
ordnung ist an der Lagerung 3 des Probertisches 1 ein 
oben offener Behalter 2 befesiigt, der gemaB dieser 
Ausfuhrungsform zusammen mit dem Probertisch 1 ver- 
fahrbar ist und aus einem Boden 2a sowie vier Seiten- 
wanden 2b bestehL Die Seitenwande 2b haben eine H6- 
he, derart, daB der Probertisch I innerhalb dieses Behal- 
ters 2 zu liegen komml und die Oberflache des Proberti- 
sches I unterhalb der oberen Kanten der Seitenwande 
2b zu liegen kommt Zwischen der mit 3 bezeichneten 
Lagerung des Probertisches 1 und dem Boden 2a ist eine 
geeignete Dichtung angeordnet, die in Fig. 1 nicht ge- 
zeigt ist und ein Ausstromen des im Behalter 2 befindli- 
chen Gases oder Luft nach unten ausschlieDt. 

Seitlich des Probertisches 1 sind z. B. in zueinander 
paralleler Anordnung Ausstromelemente 5, 6 vorgese- 
hen, die uber einen Verbindungsabschnitt 7 (Fig. 2) mit- 
einander in Verbindung stehen und uber einen AnschluB 
8 an eine Quelle 9 angeschlossen sind. Die Quelle 9 
erzeugt das Gas, das in das Innere des Behalters 2 gelei- 
tet wird, um eine laminare Stromung zu erzeugen. Der 
AnschluB 8 ist, wie I^g. 2 zeigt, durch eine der Seiten- 
wande 2b durchgefuhrt. derart. daB der AnschluB 8 ge- 
genuber der betreffenden Seitenwand 2b zur Vermei- 
dung eines Austritts von Luft oder Gas abgedichtet ist. 
Die Ausstromelemente 5. 6 konnen gegeniiber dem Bo- 
den 2a oder den Seitenwanden 2b des Beh&lters 2 durch 
Haheklammern oder dergleichen fixiert sein. 

Die Oberseite des nach oben offenen BehSllters 2 ist 
durch eine Platte 10 abgedeckt, die eine mittige Offnung 
12 enthait, die vorzugsweise kreisfdrmige Gestalt hat 
und mittig gegenOber der Mitte des ebenfalls kreisfdr- 
migen Probertisches 1 ausgerichtet ist. Die Platte 10. 
beispielsweise aus Blech, ist gegeniiber der gesamten 
Anordnung fixiert. so dafi der Probertisch 1 gemSB die- 
ser AusfQhrungsform zusammen mit dem Behalter 2 in 
horizontaler Richtung gegenuber der Platte 10 und ei- 
ner Sondenhalterung 14 verstetlbar ist. 

Die Sondenhalterung 14 wie auch der Probertisch t 
mit seiner Lagerung 3 sind gegentiber einem nicht ge- 
zeigten Rahmen gelagert, wobei die Sondenhalterung 
14 durch mehrcre S^ulenfUhrungen gegeniiber dem 
Rahmen 1. gegebenenfalts verstellbar. gelagert ist Die 
SaulenfQhrungen der Sondenhalterung 14 sind in Fig. 1 
mit 18 bezeichnet. Auf der Sondenhalterung 14 sind 
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mehrere Sonderhaltcr 15. 16 monttert. die ihrerseits die 
zu benutzenden und in Fig. 1 nicht gezeigten Sonden 

aufnehmen. 

Die Offnung 12 der Plane 10 ist derart konzipiert, daO 
die von den Sondenhaltern 15, 16 gelagenen Sonden 5 
einen Spitzenkontakt zu den zu prufenden Halbleiter- 
Wafern ernidglichen. Im Bedarfsfall kann die Offnung 
12 durch einen Ring 20, beispielsweise aus Plexiglas, 
abgeschlossen werden, der eine ebenfalls vorzugsweise 
kreisformige Offnung 22 enthalt. welche kleiner isi als 10 
die Offnung 12. Der Ring 20 hat dabei einen AuGen- 
durchmcsser, der geringfugig grdOer ist als der Durch- 
messer der Offnung 12. 

Miitels des Ringes 20, der entweder auf der Platte 10 
aufliegt Oder in eine ringformige Nut der Platte 10 im 15 
Bereich deren Offnung 12 eingesetzt wird, die seitlich 
der Offnung 12 ausgebildet ist, wird eine Verringerung 
des Querschnittes der Offnung 12 im Bedarfsfalle er- 
reichL 

Bei der in Fig. I und 2 gezeigten Ausfuhrungsform ist 20 
eine Verstellung des Probertisches 1 gegenuber der 
Sondenhalterung 14 und den in den Sondenhaltern 15, 
16 eingespannten Sonden moglich, um ein schrittweises 
Abtasten der auf dem Probertisch 1 aufliegenden Haib- 
leiter-Wafern zu realisieren. GemaB der dargestellten 25 
Ausfuhrungsform wird der Probertisch 1 zusammen mit 
dem Behalter 2 in X- und Y-Richtung versielli. um die 
Priifung der einzelnen Halbleiter- Wafer zu ermdglt- 
Chen, die auf einer Tragerschicht angeordnet sind. 

Durch die Ausstromelemente 5, 6 wird eine Stromung 30 
innerhalb des Behalters 2 erzeugt, die gleichmaGig aus 
den Ausstromelementen 5, 6 austrttt und eine nicht tur- 
bulente Lufistrdmung innerhalb des Behalters 2 er- 
zeugt Hierdurch wird ein schwacher Luftstrom oder 
Gasstrom in Richtung der Offnung 12 erzeugt, wobei 35 
diese Luft- oder Gasstrdmung gleichm^Dig aus der Off- 
nung 12 austritt. Dadurch wird der Eintntt von Umge- 
bungsluft oder von Partikeln aus der Umgebung in das 
Jnnere des Behalters 2 verhindert. 

Als Ausstromelemente 5. 6 dienen vorzugsweise zy- 40 
linderische Rohre, beispielsweise aus Keramik. Kunst- 
stoff oder Kunstfaser, mit einer Porendichte in GrdBen- 
ordnung von I bis 30 jim. Diese rohrformigen Aus- 
stromelemente 5. 6 sind gem^G Fig. 2 an der Seite mit 
ihrcm freistchenden Ende abgeschlossen, wodurch das 45 
Ausstromen von Luft oder Gas im wesentlichen in Ra- 
dialrichtung zu den Ausstr6melementen 5, 6 gewahrlei- 
stet ist Untersuchungen haben gezeigt, daB bei einer 
Anordnung mit dem vorstehend beschriebenen Aufbau 
stets eine konstante Luftvolumenemission aus der Off- 50 
nung 12 gegeben ist, wobei die Luft nur geringfugig 
abgekOhU wird, nachdem sie an der OberflSche der zu 
prtifenden Halbleitcr-Wafer passiert ist. Unterhalb des 
Probertisches 1 ist ebenfalls ein durch den Probertisch 1 
hervorgerufener Kuhleffekt festzustellen, wobei die 55 
Temperatur allerdings im Verglcich zu der durch die 
Ausstrdmelemente 5, 6 zugefuhrten, getrockneten Luft 
bei einer Obcrflachentemperatur des Probertisches 1 
von eiwa -55**C nur verhaltnismSGig niedriger ist als 
die durch die Ausstromelemente 5, 6 zugeftihrte Luft- 60 
temperatur von beispielsweise 20' C Damit beschrankt 
sich bei der beschriebenen Anordnung der ICQhleffekt 
des Probertisches 1 vorteilhafterweise nur auf die zu 
prufenden Halbleiter-Wafer, wahrend andere Tcile in- 
nerhalb des Raumes des Behilters 2 durch die Kuhlung 65 
des Probertischs 1 nicht beaufschtagt werden. 

Der vom Probertisch 1 crzeugie Unterdruck zur Hal- 
terung der Halbleiter- Wafer ist im Verglcich zu dem 



von den Ausstromelementen 5. 6 zugefuhrten Luftvolu- 
men vemachlassigbar und beeintrachtigi nicht die in- 
nerhalb des Behalters 2 gewunschle laminare Luftstrd- 
mung. 

Somit konzentriert sich die Kuhlung aufgrund des 
Probertisches 1 bei der beschriebenen Anordnung auf 
die aufgelegien Halbleiter- Wafer, der abrige Aufbau 
verbleibt weitgehend auf derjenigen Temperatur, die 
der Temperatur der durch die Ausstromelemente 5, 6 
zugefuhrten Luft entspricht. 

Die erfindungsgemaGe Anordnung laBt sich auch zur 
Einhaltung von Reinraumbedingungen einsetzen, d. h. 
fur die PrOfung von Halbleiter- Wafern bei Temperatu- 
ren oberhalb von CC. 2. B. bei Raumiemperatur. Bei 
dieser Anwendungsari wird Lufi mit der jeweils ge- 
wtinschten Partikelreinheit in den Behalter 2 eingefiihrt 
und es wird verhindert. daB von oben iiber die (Jffnung 
12 Schmuupartikel in den Behalter 2 eintreten. Bei An- 
wendung der beschriebenen Anordnung unter Rein- 
raumbedingungen bedarf es nicht unbcdingt des Einsat- 
zes reiner Luft. jedoch der Zufuhrung von gefilterter 
Luft 

Eine weitere Anwendung der beschriebenen Anord- 
nungen liegt in der Oberpriifung von Halbleiter- Wafern 
bei hoheren Temperaturen. Bei hdheren Temperaturen 
konnen an den Nadelspitzen Oxidationen auftreten. Un- 
ter Einsatz der erfindungsgemaGen Anordnung laBt sich 
dies dadurch verhindern, daB durch die Ausstromele- 
mente 5, 6 ein Edelgas (z. B. Argon oder Sauerstoff) in 
den Innenraum des Behalters 2 geleitet wird und da- 
durch die Prufspitzen der von den Haltern 15, 16 gehal- 
terten Sonden sich stets in einem Edelgasstrom befinden 
und dadurch Oxidationen. die zu Fehlmessungen fuhren. 
verhindert werden. 

Wird die erfindungsgemaBe Anordnung in Verbin- 
dung mit getrockneter Luft verwendet. deren Taupunki 
beispielsweise bei — 60'C liegt. kann es erforderlich 
sein, in dem Behalter 2 eine lonisationseinrichtung vor- 
zusehen, um die zu den Ausstromelementen 5, 6 gefiihr- 
te Luft vor deren Eingriff in den Behalter 2 zu ionisieren. 
Die lonisierung der Luft hat den Zweck, einen Funken- 
Oberschlag innerhalb des Behalters 2 bei der Oberprii- 
fung der Halbleiter- Wafer zu vermeiden. 

GemaD einer weiteren, in den Zeichnungen nicht dar- 
gestellten AusfQhrungsform der erfindungsgemaGen 
Anordnung ist vorgesehen. daB der Probertisch I relativ 
zum Behalter 2 versteltbar, insbesondere in X-Y-Rich- 
tung verstellbar ist Um dies zu erreichen, ist der Boden 
2 mit einer entsprechend groBen Offnung versehen, wo- 
bei innerhalb der Offnung des Bodens 2a um die Lage- 
rung 3 eine flexible Dichtung eingesetzt ist, um die Ver- 
stellung der Lagerung 3 relativ zum Boden 2a zu reali- 
sieren. 

Um den Behalter 2 gegen die Unterflache der Platte 
10 zu halten. sind bei der in Fig. I gezeigten AusfQh- 
rungsform Federeinrichtungen 25, 26 vorgesehen, die 
eine Vorspannungskraft erzeugen und die oberen Kan- 
ten der Behalterw^nde 2b gegen die untere Flache der 
Platte 10 drucken. 

Um eine ruckfreie Verschiebung des Behalters 2 ge- 
genOber der Platte 10 zu vermeiden. d. h. um den Rei- 
bungswiderstand zwischen den oberen Kanten der Sei- 
tenwande 2b und der Platte 10 weitgehend zu reduzie- 
ren. sind bei einer bevorzugten AusfQhrungsform die 
nach oben weisenden Kanten der Seitenwande 2b abge- 
rundet Anstelle der Abrundungen der Kanten der Sei- 
tenwande 2b konnen zus^tzliche Gleitelemente, z. B.die 
Kanten von oben eingesetzten Gleitstiften. vorgesehen 
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werden. 

Zur besseren Einsicht in den Behaiter 2 besteht dieser 
vorzugsweise aus Plexiglas. 

Fig. 2 zeigl nur eine mdgliche Ausfuhrungsform der 
Ausstromelemente 5, 6. die im wcsentlichen parallel zu- 5 
einander liegend angeordnei sind und durch ein Verbin- 
dungsrohr 7 eine im wesentiiche U-farmige oder ring- 
formige Struktur ergeben. Anstelle des Verbindungs- 
rohres 7 kann ein entsprechendes Ausstrdmelement 
vorgesehen sein. das mit den anderen Ausstrdmelemen- 10 
ten 5, 6 verbunden ist. 

Die erfindungsgemafle Anordnung I^Bt sich in der 
nachstehenden Weise verwenden: 
Bei Prufvorgangen in Tcmperaturbereichen von 
-aoO'^C bis +400*C die votn Probertisch 1 an seiner ts 
Oberflache gegenuberden aufliegenden Halbleiter-Wa- 
fern erzeugt werden, wird zur Vermeidung von Eiskh- 
stallbildung von der Quelle 9 eine Luftstrdmung er- 
zeugt, die beispielsweise eine Tcmperaiur von 20"* C hat 
und einen Taupunkt bei ungefahr — 60° C besilzt. 20 

Bei der erfindungsgemSlBen Anordnung, die sich ins- 
besondere fur manuell bedienbare Prober eignet, laOt 
sich der wannenformige Behaiter 2 soweit in der hori- 
zontalen Ebene verschieben, daG er durch Verlagerung 
gegenuber der oben liegenden Platte 10 nach Art einer 25 
Schubladenfunktion den Zugang auf den Probertisch f 
ermdglicht, um ein Auswechsein der Halbleiter-Wafer 
zu ermdglichen. 

Bei der Oberprufung von Wafem konnen Sonden in 
Form von Priifnadeln und/oder Nadeikanten zum Kon- 30 
laktieren der Wafer. Hybridschaltungen oder derglei- 
chen etngesetzt werden. 

Patentanspruche 

33 

1. Anordnung zur Pnifung von Halbleiter- Wafem 
oder dergleichen, mit einem Probertisch (I) zur 
Aufnahme der zu prCifenden Halbleiter-Wafer oder 
dergleichen« mit einer Halterung (14) zur Aufnah- 
me von Sondenhaltern (15. 16) dadurch gekenn- 40 
zeichnet^ 

dafi der Probertisch (1) innerhalb eines Beh^lters 
(2) angeordnet ist, der nach oben offen ausgebildet 
ist. 

daB der nach oben offene BehSllter (2) durch eine 45 
Platte (10) abgedecki ist, die eine Offnung (12) zur 
Durch fOhrung von Sonden enthalt. imd 
daB innerhalb des Beh&lters (2) Ausstromelemente 
(5, 6) vorgesehen stnd, die Uber eine Verbindung (8) 
an eine Quelle (9) fur Luft, Gas oder dergleichen so 
angeschlossen sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Behaiter (2) fest mit dem Prober- 
tisch (1) verbunden ist 

3. Anordnung nach Anspruch t. dadurch gekenn- 55 
zelchnet, daB der Probertisch (1) gegentiber dem 
Behaiter (2) verstellbar angeordnet ist. 

4. Anordnung nach wenigstens einem der vorange- 
henden AnsprOche, dadurch gekennzetchnet, daB 
die Ausstrdmelemente (5, 6) aus einem pordsen eo 
Material bestehen. derart, daB im Behaiter (2) eine 
laminare Luftstrdmung oder Gasstrdmung erzeugt 
wird. 

5. Anordnung nach wenigstens einem der vorange- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 65 
die Quelle (9) an welche die Ausstrdmelemente (5, 

6) angeschlossen sind. Luft mit ca. 20'' C und einem 
Taupunkt bei - 196''C erzeugL 
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6. Quelle nach einem der Anspruche 1 bis 4. da- 
durch gekennzeichnet, daB gefilterte Luft zu den 
Ausstrdmelementen (5, 6) gefuhrt wird. 

7. Quelle nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB von der Quelle (9) Edel- 
gas zu den Ausstromelementen (5,6) geleitet wird. 

8. Anordnung nach wenigstens einem der vorange- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
im Behaiter (2) eine Einrichtungzur lonisierung der 
Luft vorgesehen ist 
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